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В данной работе, рассмотрена тензочувствительность тонких пленок теллурида 

кадмия обогащенного серебром. Выяснено, что фотовольтаические пленки обладают 

значительной тензочувствительностью, зависящей от технологии получения и 

размеров пленочных элементов. Тензочувствительность связывается с наличием в 

пленке микропотенциальных барьеров, чувствительных к деформации [1,2,3,4]. 

Тонкие пленки CdTe:Ag с толщиной 0.3  0.7 мкм наносились на тонкие подложки (с 

толщиной 0,1 мм) из органического стекла. Толщину пленок определяли 

интерференционным микроскопом МИИ-5 и методом взвешивания. К краям пленок 

наносились электроды из серебра. Фотонапряжение, генерируемое при освещении 

пленок монохроматическим светом, измерялось электрометром ЭД - 0,5М. 

 

Исследования показали, что при сжатии 

пленок CdTe:Ag значение V уменьшается, а 

при растяжении растет (рис.1), причем 

деформационная характеристика при сжатии 

носит нелинейный характер. А это обусловлен 

тем, что из за различия межатомных 

расстояний у подложки и пленки, в последней 

возникает внутренние механические 

напряжения сжатия [5].    

Деформация растяжения увеличивает не 

только высоты микропотенциальных барьеров, 

но их асимметрию на границах кристаллитов, 

и тем  

  

Рис. 1. Относительное 

изменение V при механической 

деформации пленок CdTe:Ag. 

Естественное освещение L = 3·10
2 
лк. Т 

= 300К 

самым, благоприятствует образованию фотоэдс. Максимум спектра фотоэдс в 

окрестности энергии активации Ag лишний раз подтверждает того, что активные 

примесные центры Ag преимущественно находятся в барьерных областях 

кристаллических зерен. При деформации сжатия они частично уходят далеко внутрь 

кристаллита, что приводит к уменьшению высоты барьеров и частичному снятию их 

асимметрий. Изменение высоты барьера от деформации зависит от изменения спектра 

энергии носителей заряда. Полученные результаты можно использовать для анализа 

механических деформаций возникающих при получении тонких пленок CdTe.  
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